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высокотемпературного окисления 

69  

1045-1100 Андрианова Н.Н., Борисов А.М., Воробьева Е.А., 

Овчинников М.А., Слепцов В.В., Цырков Р.А. Эффект 

температурного смещения при ускоренных испытаниях 

радиационной стойкости графита ионным облучением 

70  

 

 

1100-1115 Новиков Н.В., Чеченин Н.Г., Широкова А.А. Сбой 

электроники под действием протонов 

71  

 

 

1115-1130 Перерыв  

 

1130-1245, 2-е заседание 

 

Председатели Чеченин Н.Г., Ташлыкова-Бушкевич И.И. 

 

1130-1145 Королев Д.С., Юнин П.А., Матюнина К.С., 

Никольская А.А., Тетельбаум Д.И. Исследование структуры и 

электрофизических свойств оксида галлия, облученного ионами 

кремния 

72  

1145-1200 Смирнова М.А., Бачурин В.И., Мазалецкий Л.А., 

Пухов Д.Э., Чурилов А.Б. Эволюция топографии фосфида, 

арсенида и антимонида индия, облученных при различных 

флюенсах и углах падения пучка ионов галлия 

73  



VIII 

 

1200-1215 Соколова Д.А., Соколов В.В., Подсвиров О.А., 

Мясоедов А.В., Иешкин А.Е., Татаринцев А.А. Формирование 

слоевой структуры наночастиц серебра в стекле с пленкой серебра 

на поверхности после облучения электронами большой плотности 

и энергией 20 кэВ 

74  

1215-1230 Морев Н.Г., Верхотурова И.В., Нещименко В.В., Ли 

Чундун. Деградация оптических свойств двухслойных полых 

частиц SiO2/TiO2 при облучении протонами 

75  
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Полупроводник SiC рассматриваются как возможная замена Si в 

производстве мощных полупроводниковых приборов. В частности, в 

качестве подложек для светодиодов в оптоэлектронике, для 

изготовления силовых диодов и транзисторов, способных работать в 

условиях высоких температур, воздействия радиации, электрических и 

магнитных полей. Создание таких устройств предполагает 

имплантацию высокоэнергичных ионов ряда элементов, в том числе Al. 

При этом требуются определенные распределения имплантированных 

ионов при минимальных нарушениях кристаллической структуры 

подложки. В данной работе приведены результаты анализа 

приповерхностного слоя SiC c эпитаксиальным слоем 4H-SiC 

последовательно имплантированного ионами Al+ c энергиями 350 кэВ 

(флюенс 2∙1014 см-2), 220 кэВ (7∙1013 см-2) и 140 кэВ (1.5∙1013 см-2) на 

установке K2MV (HVEE). Имплантация проводилась как при высокой 

температуре (500˚С), так и при комнатной. В последнем случае часть 

образцов отжигалась при 500˚С атмосфере Ar после имплантации. 

Анализ проводился методами ВИМС и спектроскопии РОР. 

Установлено, что существенных различий в послойном распределении 

имплантированных ионов и в спектрах РОР образцов с горячей 

имплантацией и отожжённого образца с холодной имплантацией в 

приповерхностной области не наблюдается. Различие присутствует 

только на самой поверхности.  

Работа выполнена в рамках государственного задания НИЦ 

«Курчатовский институт». 

 

  


